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Procédé de fabrication de transistors hautes-tension sur un substrat du type silicium sur isolant.

Le procédé de fabrication d’au moins un transistor
haute-tension (HV_NMOQOS, HV_PMOS) dans et sur une ré-
gion haute tension (HV_REG) d’un substrat du type silicium
sur isolant (SOl comportant un film semiconducteur (FLM)
ayant une premiére épaisseur (E1), électriquement isolé
d’un substrat porteur (BLK) par une couche diélectrique en-
terrée (BOX), comprend une croissance par épitaxie du film
semiconducteur (FLM), jusqu’a une deuxiéeme épaisseur
(E2, E3) supérieure a la premiére épaisseur (E1), sélective-
ment dans la région haute-tension (HV_REG).

Figure pour l'abrégé : Fig 11
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Description

Titre de I'invention : Procédé de fabrication de transistors hautes-
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tension sur un substrat du type silicium sur isolant

Des modes de réalisation et de mise en ceuvre concernent la microélectronique, en
particulier la fabrication de dispositifs semiconducteurs comprenant des transistors
haute-tension dans et sur un substrat du type SOI (connu sous le terme anglosaxon
« Silicon On Insulator » pour « silicium sur isolant » en frangais).

Des dispositifs semiconducteurs sur substrat du type SOI ou €galement nommé
« FDSOI » pour « Fully Depleted Silicon On Insulator » (« silicium sur isolant com-
plétement déserté » en francais) integrent typiquement des composants semicon-
ducteurs tels que des transistors du type MOS (pour « Métal Oxyde Semi-
conducteur »).

Des transistors MOS fonctionnant a différentes plages de tension peuvent étre
fabriqués a partir d’'un méme substrat SOI capable de leur conférer de meilleures per-
formances qu’un substrat de silicium monolithique (usuellement désigné par le terme
anglais « bulk »). Par exemple, des transistors MOS dits haute-tension peuvent €tre
congus en cointégration avec d’autres composants semiconducteurs sur un substrat
SOL

Cependant, les transistors haute-tension fabriqués a partir d’un substrat SOI subissent
le phénomene de dégradation par porteurs chauds (également connu sous 1’acronyme
« HCI » des termes anglais usuels « Hot Carrier Injection » en anglais). La dégradation
par porteurs chauds se traduit par une dérive sur le long terme de la tension de seuil et
des courants linéaires et saturés des transistors, conduisant a une dégradation des per-
formances des transistors haute-tension.

En conséquence, des étapes supplémentaires pour aménager une région de substrat
monolithique localisée dans le substrat SOI, sont classiquement prévues pour la fa-
brication des transistors haute-tension, de facon a limiter le phénomene de dégradation
par porteurs chauds. En particulier, les composants €lectroniques, notamment les
transistors haute-tension, réalisés dans la région monolithique localisée sont formés
dans le substrat porteur tandis que les composants d’autres régions sont formés sur un
film mince isolé du substrat porteur par une couche d’oxyde de silicium enterrée.

Par ailleurs, la région de substrat monolithique localisée ne permet pas notamment
I’effet « complétement déserté », ni un effet « partiellement déserté » avantageux des
techniques SOI. Cela limite les performances des transistors haute-tension formés sur
le substrat porteur, notamment en termes de contrdle de canaux courts, de densité et de

disparités de caractéristiques entre les transistors.
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Il existe un besoin de concevoir, a partir d’un substrat du type silicium sur isolant,
des transistors haute-tension ne subissant pas les inconvénients susmentionnés et
d’augmenter leur fiabilité.

Il est donc proposé une solution permettant de former, dans une région du substrat
SOI, un film mince ayant une épaisseur suffisamment élevée pour rendre possible la
fabrication de transistors haute-tension dans cette région du substrat sans causer une
perte de performance lors du fonctionnement de ces transistors, notamment sans subir
les phénomenes de dégradations par porteurs chauds.

Selon un aspect, il est proposé un procédé de fabrication d’au moins un transistor
haute-tension dans et sur une région haute-tension d’un substrat du type silicium sur
isolant comportant un film semiconducteur ayant une premicre épaisseur, €lec-
triquement isolé d’un substrat porteur par une couche diélectrique enterrée.

Le procédé comprend une croissance par €pitaxie du film semiconducteur, jusqu’a
une deuxieme épaisseur supérieure a la premicre épaisseur, sélectivement dans la
région haute-tension.

On propose ainsi d’augmenter 1’épaisseur du film semiconducteur sélectivement,
c’est-a-dire seulement dans la région haute-tension du substrat du type silicium sur
isolant, et pas dans une autre « premicre » région dudit substrat. La premicre région,
distincte de la région haute-tension, peut €tre par exemple une région basse-tension
dans et sur laquelle peuvent étre formés des transistors fonctionnant a des plages de
tensions plus faibles que les transistors haute-tension, par exemple des tensions in-
férieures a 2 volts, tandis que les transistors haute-tension peuvent €tre destinés a
fonctionner a des tensions supérieures a 2 volts par exemple.

Par conséquent, le procédé selon cet aspect permet de former, dans la région haute-
tension ou sont fabriqués les transistors haute-tension, un film semiconducteur suf-
fisamment épais pour éviter le phénomene de dégradation par porteurs chauds, mais
également suffisamment mince pour bénéficier des avantages en maticre de per-
formance des dispositifs en silicium sur isolant et ainsi améliorer les performances des
transistors haute-tension.

Selon un mode de mise en ceuvre, le procédé comprend une croissance par épitaxie
du substrat porteur dans une région monolithique localisée du substrat du type silicium
sur isolant, dans lequel ladite croissance du film semiconducteur dans la région haute-
tension est réalisée simultanément avec la croissance du substrat porteur dans la région
monolithique localisée.

On peut ainsi réaliser une croissance « gratuite » du film semiconducteur puisque
celle-ci est réalisée lors de la méme étape que la croissance du substrat porteur prévue
dans la région monolithique localisée.

Selon un mode de mise en ceuvre, ladite croissance du substrat porteur dans la région
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monolithique localisée comprend une formation d’un masque dur recouvrant le film
semiconducteur dans la région haute-tension et découvrant le film semiconducteur
dans la région monolithique localisée, une oxydation du film semiconducteur dans la
région monolithique localisée, et une gravure retirant sélectivement le film semi-
conducteur oxyd¢ et la couche diélectrique enterrée dans la région monolithique
localisée; et dans lequel ladite croissance du film semiconducteur dans la région haute-
tension comprend une gravure adaptée pour retirer le masque dur dans la région haute-
tension préalablement a ladite croissance par épitaxie du film semiconducteur dans la
région haute-tension.

Ce mode de mise en ceuvre permet de limiter le nombre de masques supplémentaires
nécessaires a la réalisation de la croissance du film semiconducteur dans la région
haute-tension et permet de bénéficier de la mutualisation de I’étape de croissance du
substrat porteur dans la région monolithique.

Selon un mode de mise en ceuvre, ladite croissance du film semiconducteur
comprend une formation d’un masque dur dédié découvrant le film semiconducteur
dans la région haute-tension, préalablement a ladite croissance par épitaxie du film se-
miconducteur dans la région haute-tension.

Ce mode de mise en ceuvre permet de controler I’épaisseur du film semiconducteur
dans la région haute-tension indépendamment des contraintes d’une autre étape
d’épitaxie.

On peut ainsi paramétrer 1’épaisseur du film semiconducteur dans la région haute-
tension a une taille dimensionnée spécifiquement pour les transistors haute-tension.

Selon un mode de mise en ceuvre, le procédé comprend une formation d’une région
de grille dudit au moins un transistor haute-tension sur le film semiconducteur ayant la
deuxiéme épaisseur de la région haute tension, et une formation de régions de
conduction dudit au moins un transistor haute-tension dans le film semiconducteur
ayant la deuxiéme €paisseur de la région haute tension.

Le film semiconducteur dans la région haute-tension peut servir a la formation des
régions de conduction de transistors du type MOS prévus pour fonctionner a des
tensions relativement €levées, de I’ordre de 3,3 volts par exemple.

Selon un mode de mise en ceuvre, la deuxieéme €paisseur du film semiconducteur
dans la région haute-tension est suffisamment petite pour engendrer un état com-
pletement déserté dans toute 1’épaisseur du film semiconducteur en présence d’une
région de canal dudit au moins un transistor haute-tension.

En effet, un film semiconducteur dans un état complétement déserté permet d’assurer
un meilleur contrdle électrostatique du canal des transistors haute-tension et de réduire
des effets de canaux courts.

Selon un mode de mise en ceuvre, la premiere €paisseur est inférieure ou égale a 7
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nm et la deuxieéme €paisseur est comprise entre 20 nm et 25 nm.

Une deuxieme épaisseur du film semiconducteur inférieure ou égale a 25 nm permet
d’obtenir un film semiconducteur enticrement déserté et une deuxieme épaisseur du
film supérieure ou égale a 20 nm permet de limiter I’ « ionisation par impact ».
L’ionisation par impact engendre des porteurs chauds qui sont susceptibles d’€tre
stockés dans les régions diélectriques de grille des transistors haute-tension, ce qui
dégrade les performances des transistors.

Selon un autre aspect, il est proposé un dispositif semiconducteur comprenant au
moins un transistor haute-tension disposé dans et sur une région haute tension d’un
substrat du type silicium sur isolant comportant un film semiconducteur, élec-
triquement isolé d’un substrat porteur par une couche diélectrique enterrée, dans lequel
le film semiconducteur a une premicre épaisseur dans une premiere région différente
de la région haute tension et a une deuxieme €paisseur supérieure a la premicre
épaisseur dans la région haute-tension.

Selon un mode de réalisation ledit au moins un transistor haute-tension comporte une
région de grille disposée sur le film semiconducteur ayant la deuxieme épaisseur dans
la région haute tension, et des régions de conduction formées dans le film semi-
conducteur ayant la deuxieme €paisseur dans la région haute tension.

Selon un mode de réalisation, la deuxieme épaisseur du film semiconducteur dans la
région haute-tension est suffisamment petite pour engendrer un état completement
déserté dans toute I’épaisseur du film semiconducteur en présence d’une région de
canal dudit au moins un transistor haute-tension.

Selon un mode de réalisation, la premiére épaisseur est inférieure ou égale a 7 nm et
la deuxieme €paisseur est comprise entre 20 nm et 25 nm.

D’autres avantages et caractéristiques de 1’invention apparaitront a I’examen de la
description détaillée de modes de réalisation et de mise en ceuvre, nullement limitatifs,
et des dessins annexés sur lesquels :

[Fig.1]

[Fig.2

[Fig.3

[Fig.4

[Fig.5

[Fig.6

[Fig.7

[Fig.8

[Fig.9

[Fig.10]

[Fig.11]illustrent schématiquement des modes de mise en ceuvre et de réalisation de
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I’invention.

La [Fig.1] illustre schématiquement le résultat d’une étape 100 d’un procédé de fa-
brication d’au moins un transistor haute-tension HV_NMOS, HV_PMOS ([Fig.11]).

L’étape 100 comprend une obtention d’un substrat du type silicium sur isolant SOI et
une formation d’un masque dur HD_MSKI. Le substrat SOI comporte un substrat
porteur BLK, une couche di€lectrique enterrée BOX et un film semiconducteur FLM.
Le matériau du substrat porteur BLK et du film semiconducteur FLM est typiquement
du silicium. La couche de diélectrique enterrée BOX est typiquement une couche
d’oxyde de silicium de formule SiO,.

Le film semiconducteur FLM a une premicre épaisseur E1 et est électriquement isolé
du substrat porteur BLK par la couche di€lectrique enterrée BOX. Par exemple,
I’épaisseur E1 du film semiconducteur est inférieure ou égale a 7 nm, de préférence
comprise entre 4 nm et 7 nm.

Le substrat du type silicium sur isolant SOI présente au moins trois régions distinctes
: une région basse-tension LV_REG, une région haute-tension HV_REG et une région
monolithique localisée LBLK_REG.

Les transistors haute-tension HV_NMOS, HV_PMOS seront fabriqués dans et sur la
région haute-tension HV_REG du substrat du type silicium sur isolant SOI et peuvent
étre prévus pour fonctionner a des tensions comprises entre 2 volts et 5 volts.

La région basse-tension LV_REG est utilisée pour la fabrication de transistors MOS
« basse-tension », par exemple prévus pour fonctionner a des tensions inférieures a 2
volts.

La région monolithique localisée LBLK_REG peut €tre utilisée pour la fabrication de
prises de contact POL_BLK du substrat porteur BLK, ou d’autres types de composants
semiconducteurs, tels que des transistors bipolaires BJT par exemple.

Le masque dur HD_MSKI1 peut €tre un masque en nitrure de silicium de formule Si;
N,. Le masque dur HD_MSKI1 recouvre le film semiconducteur FLM dans la région
basse-tension LV_REG et dans la région haute tension HV_REG et découvre le film
semiconducteur FLM dans la région monolithique LBLK_REG.

Les figures 2 a 6 illustrent les résultats des étapes 110 a 114 d’un premier mode de
mise ceuvre du procédé.

La [Fig.2] illustre le résultat d’une €étape 110 d’oxydation du film semiconducteur
FLM dans la région monolithique localisée LBLK_REG. Par exemple, le film semi-
conducteur FLM peut étre oxydé en utilisant des techniques d’oxydation classiques et
connues par ’homme du métier. Suite a I’oxydation, le film semiconducteur oxydé
FLM_OX peut former avec la couche de diélectrique enterrée BOX une couche
homogene d’oxyde de silicium SiO..

La [Fig.3] illustre le résultat d’une étape 111 de formation d’un masque en résine
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RES_MSK.

A cette étape 111, le masque en résine RES_MSK recouvre le masque dur
HD_MSKI1 dans la région basse-tension LV_REG et le film semiconducteur oxydé
FLM_OX dans la région monolithique localisée LBLK_REG. Le masque dur
HD_MSKI1 est découvert dans la région haute-tension HV_REG.

La [Fig.4] illustre le résultat d’une €étape 112 de gravure du masque dur HD_MSKI1.
La gravure 112 est adaptée pour retirer le masque dur HD_MSKI1 dans les régions qui
ne sont pas recouvertes par le masque en résine RES_MSK, c’est-a-dire en particulier
dans la région haute-tension HV_REG. A I’issue de 1’étape 112, le masque en résine
RES MSK est retiré.

La [Fig.5] illustre le résultat d’une étape 113 de gravure du film semiconducteur
oxydé FLM_OX. L’étape 113 de gravure, qui peut €tre par exemple une gravure par
voie humide, est configurée pour graver sélectivement 1’oxyde de silicium et ne pas
graver, ou graver avec une dynamique tres inférieure a la dynamique de gravure de
I’oxyde de silicium, le silicium cristallin du film semiconducteur FLM et du substrat
porteur BLK. Ainsi, I’étape 113 permet de retirer sélectivement le film semiconducteur
oxydé FLM_OX et la couche di€lectrique enterrée BOX dans la région monolithique
localisée LBLK REG.

En conséquence, a I'issue de I’étape 113, le film semiconducteur en silicium FLM est
découvert dans la région haute tension HV_REG et le substrat porteur en silicium BLK
est découvert dans la région monolithique localisée LBLK_REG. Le masque dur
HD_MSKI ne recouvre plus que le film semiconducteur FLM dans la région basse-
tension LV_REG.

La [Fig.6] illustre le résultat d’une €tape 114 de croissance par épitaxie du film semi-
conducteur FLM et du substrat porteur BLK. L’épitaxie permet de faire croitre du
silicium cristallin a partir des couches découvertes en silicium cristallin, ¢’est-a-dire le
film semiconducteur FLM de la région haute tension HV_REG et le substrat porteur
BLK dans la région de substrat monolithique localisée LBLK_REG.

Ainsi, dans ce mode de mise en ceuvre, la croissance du film semiconducteur FLM
est réalisée « gratuitement » lors d’une méme étape 114 mutualisée avec la croissance
du substrat porteur BLK dans la région monolithique localisée LBLK_REG.

En particulier, il convient de choisir une épaisseur supplémentaire Esup1 afin que la
couche de substrat porteur BLK dans la région monolithique localisée LBLK_REG
atteigne la méme hauteur que les couches en surface des autres régions du substrat
SOI, par exemple la surface du film semiconducteur FLM dans la région basse-tension
LV_REG.

Etant donné que la croissance du film semiconducteur FLM est subordonnée a la

croissance du substrat porteur BLK, le film semiconducteur FLLM croit de I’épaisseur
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supplémentaire Esupl, dans la région haute-tension HV_REG.

Ainsi, on obtient une deuxi¢me €paisseur totale E2 du film semiconducteur FLM
dans la région haute-tension HV_REG qui correspond a la somme de la premicre
épaisseur El et de I’épaisseur supplémentaire Esupl, et est donc supérieure a la
premiere épaisseur E1. L’épaisseur supplémentaire Esupl peut étre comprise entre 10
nm et 25 nm par exemple. La deuxiéme épaisseur totale E2 est supérieure ou €gale a
20 nm, et est de préférence comprise entre 20 nm et 25 nm. La deuxieéme épaisseur E2
vaut, par exemple 25 nm pour une premicre €paisseur E1 égale a 7 nm et une €paisseur
supplémentaire Esupl égale a 18 nm. Il peut étre avantageux de définir une deuxicme
épaisseur E2 inférieure ou égale a 25 nm de maniere a garantir que le film semi-
conducteur FLM soit enticrement déserté. Toutefois, ces valeurs sont données a titre
d’exemple non-limitatif et il est envisageable de prévoir un film semiconducteur FLM
plus ou moins épais, par exemple pour une deuxieme €paisseur E2 inférieure a 20 nm
ou supérieure a 25 nm, et en conséquence sans bénéficier de I’effet enticrement
déserté.

La croissance du film semiconducteur FLM permet de former, dans la région haute-
tension HV_REG ou sont fabriqués les transistors haute-tension, un film semi-
conducteur FLM suffisamment épais pour éviter le phénomene de dégradation par
porteurs chauds, mais également suffisamment mince pour bénéficier des avantages en
matiere de performances des dispositifs en silicium sur isolant et ainsi améliorer les
performances des transistors haute-tension.

A cet égard, la deuxi¢me épaisseur totale E2 du film semiconducteur FLM dans la
région haute-tension HV_REG est suffisamment petite pour engendrer un état com-
pletement déserté dans toute 1’épaisseur du film semiconducteur FLM en présence
d’une région de canal du transistor haute-tension HV_NMOS, HV_PMOS.

En effet, un film semiconducteur dans un état complétement déserté permet d’assurer
un meilleur contrdle électrostatique du canal des transistors haute-tension et de réduire
des effets de canaux courts.

Les figures 7 a 10 illustrent les résultats des étapes 120 a 123 d’un deuxieme mode
de mise en ceuvre du procédé qui commence initialement a 1’étape 100 décrite pré-
cédemment en relation avec la [Fig.1].

La [Fig.7] illustre le résultat d’étapes 120 correspondant a une formation classique de
la région de substrat monolithique localisée LBLK_REG. En particulier, les étapes 120
comprennent les étapes 100, 110, 113 et 114 décrites précédemment en relation avec
les figures 1, 2, 5 et 6, sans mettre en ceuvre les étapes 111 et 112 décrites pré-
cédemment en relation avec les figures 3, 4, de sorte que le masque dur HD_MSK1
recouvre ¢galement le film semiconducteur FLM dans la région haute-tension

HV_REG lors de I’étape 114 de croissance par épitaxie, ainsi réalisée exclusivement
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dans la région monolithique localisée LBLK_REG.

La [Fig.8] illustre le résultat d’une étape 121 de gravure adaptée pour retirer com-
plétement le masque HD_MSKI1, c’est-a-dire dans la région basse-tension LV_REG et
dans la région haute-tension HV_REG.

La [Fig.9] illustre le résultat d’une €étape 122 de formation et de gravure d’un masque
dur dédi¢ HD_MSK?2 pour la croissance du film semiconducteur FLM dans la région
haute tension HV_REG. Le masque dur HD_MSK?2 est typiquement un masque en
nitrure de silicium et est formé sur le film semiconducteur FLM du substrat SOI.

La couche de nitrure de silicium est gravée de facon a découvrir seulement le film se-
miconducteur FLM dans la région haute-tension HV_REG et a recouvrir le substrat
SOI en dehors de la région haute tension HV_REG, c’est-a-dire en particulier le film
semiconducteur FLM dans la région basse-tension LV_REG et le substrat porteur BLK
dans la région monolithique localisée LBLK_REG.

La [Fig.10] illustre le résultat d’une étape 123 de croissance par €pitaxie du film se-
miconducteur FLM dans la région haute-tension HV_REG.

La croissance par épitaxie a I’étape 123 correspond sensiblement a la croissance de
I’étape 114 décrite précédemment en relation avec la [Fig.6], mais ne dépend pas de la
croissance du substrat porteur BLK réalisée dans la région monolithique localisée
LBLK_REG.

De ce fait, le film semiconducteur FLM peut croitre d’une épaisseur supplémentaire
Esup2, sélectivement dans la région haute-tension HV_REG.

Ainsi, on obtient une deuxieme €paisseur totale E3 du film semiconducteur FLM
dans la région haute-tension HV_REG qui correspond a la somme de la premicre
épaisseur El et de I’épaisseur supplémentaire Esup2, et est donc supérieure a la
premiere épaisseur E1.

Une étape supplémentaire (non-représentée) de gravure peut étre effectuée afin de
retirer le masque dur HD_MSK?2 dans la région basse-tension LV_REG et dans la
région monolithique localisée LBLK_REG.

Ce deuxieme mode de mise en ceuvre du procédé permet ainsi de contrdler
I’épaisseur du film semiconducteur FLLM dans la région haute-tension indé-
pendamment des contraintes d’une autre étape d’épitaxie, par exemple celles que peut
imposer la croissance du substrat porteur BLK telle que décrite a I’étape 114 du
procédé selon le premier mode de mise en ceuvre. On peut ainsi paramétrer la
deuxieme épaisseur totale E3 du film semiconducteur FLM dans la région haute-
tension a une taille dimensionnée spécifiquement pour les transistors haute-tension
HV_NMOS, HV_PMOS.

L’ épaisseur supplémentaire Esup2 peut €tre comprise entre 10 nm et 25 nm par

exemple. La deuxieme €paisseur totale E3 est supérieure ou égale a 20 nm et est de
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préférence comprise entre 20 nm et 25 nm. La deuxieme épaisseur E3 vaut, par
exemple, 25 nm pour une premiere épaisseur E1 égale a 7 nm et une épaisseur supplé-
mentaire Esup2 égale a 18 nm. Il est avantageux de définir une deuxieme épaisseur E3
inférieure a 25 nm de maniere a garantir que le film semiconducteur FLM soit en-
tierement déserté. Toutefois, ces valeurs sont données a titre d’exemple non-limitatif et
il est envisageable de prévoir un film semiconducteur FLM plus ou moins épais, par
exemple pour une deuxieme épaisseur E3 inférieure a 20 nm ou supérieure a 25 nm, et
en conséquence sans bénéficier de I’effet enticrement déserté.

En résumé, le procédé€ décrit en relation avec les figures 1 a 10 permet de former le
film semiconducteur FLM ayant une deuxi¢me épaisseur E2 dans la région haute-
tension HV_REG égale a 1a somme de la premiére épaisseur E1 et de 1’épaisseur sup-
plémentaire Esupl, ou en alternative, une deuxi¢me €paisseur totale E3 égale a la
somme de la premiere épaisseur E1 et de I’épaisseur supplémentaire Esup2 qui peut
étre différente de 1’épaisseur supplémentaire Esupl obtenue lors du premier mode de
mise en ceuvre du procédé.

La [Fig.11] illustre un dispositif semiconducteur DISP pouvant étre obtenu a partir
du procédé de fabrication décrit en relation avec les figures 1 a 10.

Le dispositif semiconducteur DISP comprend au moins un transistor haute-tension
HV_NMOS, HV_PMOS disposé dans et sur la région haute-tension HV_REG du
substrat du type silicium sur isolant SOI. Par exemple, un transistor haute-tension
HV_NMOS du type NMOS et un transistor haute-tension HV_PMOS du type PMOS
peuvent étre disposés dans et sur la région haute-tension HV_REG. Chacun des
transistors haute-tension HV_NMOS, HV_PMOS comporte une région de grille G
disposée sur le film semiconducteur FLM dans la région haute-tension HV_REG et des
régions de conduction, ¢’est-a-dire une région de drain D et une région de source S,
implantées dans le film semiconducteur FLM dans la région haute-tension HV_REG.
Les transistors haute-tension HV_NMOS, HV_PMOS sont typiquement des transistors
MOS prévus pour fonctionner a des tensions comprises entre 2 volts et 5 volts.

Une couche de diélectrique de grille HV_GOX est classiquement disposée entre la
région de grille G des transistors HV_NMOS, HV_PMOS et le film semiconducteur
FLM

Pour rappel, la deuxieme épaisseur totale E2 ou E3, suivant le mode de mise en
ceuvre du procédé décrit précédemment, du film semiconducteur FLM dans la région
haute-tension HV_REG est suffisamment petite pour engendrer un état complétement
déserté dans toute I’épaisseur du film semiconducteur FLM située en regard de la
région de grille G du transistor haute tension, lorsque la région de canal du transistor
haute-tension HV_NMOS, HV_PMOS est formée.

Par « suffisamment petite », on entend par exemple que la deuxi¢me épaisseur totale
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E2 ou E3 du film semiconducteur FLLM dans la région haute-tension HV_REG ne
dépasse pas 25 nm.

Par ailleurs, des transistors basse-tension LV_MOS peuvent étre disposés dans et sur
le film semiconducteur FLM dans la région basse-tension LV_REG. Les régions de
grille G et les régions de conduction S et D des transistors LV_MOS sont formées de
maniere analogue aux régions de grille G et aux régions de conduction S et D des
transistors haute-tension HV_NMOS, HV_PMOS. Les transistors basse-tension
LV_MOS sont typiquement des transistors MOS prévus pour fonctionner a des
tensions inférieures a 2 volts.

En outre, un transistor bipolaire BJT peut étre réalisé dans et sur le substrat porteur
BLK dans la région monolithique localisée LBLK_REG.

Une prise de contact POL_BLK est typiquement formée dans la région monolithique
localisée LBLK_REG afin de polariser le substrat porteur BLK dans les différentes
régions LV_REG, LBLK_REG, HV_REG du substrat du type silicium sur isolant SOI.
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Revendications

Procédé de fabrication d’au moins un transistor haute-tension
(HV_NMOS, HV_PMOS) dans et sur une région haute-tension
(HV_REG) d’un substrat du type silicium sur isolant (SOI) comportant
un film semiconducteur (FLM) ayant une premicre épaisseur (E1), élec-
triquement isolé d’un substrat porteur (BLK) par une couche di-
électrique enterrée (BOX), le procédé comprenant :

- une croissance par €pitaxie du film semiconducteur (FLM), jusqu’a
une deuxieme épaisseur (E2, E3) supérieure a la premiere €paisseur
(E1), sélectivement dans la région haute-tension (HV_REG).

Procédé selon la revendication 1, comprenant une croissance par
épitaxie du substrat porteur (BLK) dans une région monolithique
localisée (LBLK_REG) du substrat du type silicium sur isolant (SOI),
dans lequel ladite croissance du film semiconducteur (FLM) dans la
région haute-tension (HV_REG) est réalisée simultanément avec la
croissance du substrat porteur (BLK) dans la région monolithique
localisée (LBLK_REG).

Procédé selon la revendication 2, dans lequel ladite croissance du
substrat porteur (BLK) dans la région monolithique localisée
(LBLK_REG) comprend :

- une formation d’un masque dur (HD_MSK1) recouvrant le film semi-
conducteur (FLM) dans la région haute-tension (HV_REG) et dé-
couvrant le film semiconducteur (FLM) dans la région monolithique
localisée (LBLK_REG),

- une oxydation du film semiconducteur (FLM) dans la région mono-
lithique localisée (LBLK_REGQG), et une gravure retirant sélectivement le
film semiconducteur oxydé (FLM_OX) et la couche diélectrique
enterrée (BOX) dans la région monolithique localisée (LBLK_REG) ;
et dans lequel ladite croissance du film semiconducteur (FLM) dans la
région haute-tension (HV_REG) comprend :

- une gravure adaptée pour retirer le masque dur (HD_MSKT1) dans la
région haute-tension (HV_REG) préalablement a ladite croissance par
épitaxie du film semiconducteur (FLM) dans la région haute-tension
(HV_REG).

Procédé selon la revendication 1, dans lequel ladite croissance du film
semiconducteur (FLM) comprend une formation d’un masque dur dédié
(HD_MSK?2) découvrant le film semiconducteur (FLM) dans la région
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haute-tension (HV_REG), préalablement a ladite croissance par épitaxie
du film semiconducteur (FLM) dans la région haute-tension (HV_REG).
Procédé selon I’une des revendications 1 a 4, comprenant une formation
d’une région de grille (G) dudit au moins un transistor haute-tension
(HV_NMOS, HV_PMOS) sur le film semiconducteur (FLM) ayant la
deuxieme épaisseur (E2) de la région haute tension (HV_REG), et une
formation de régions de conduction (S, D) dudit au moins un transistor
haute-tension (HV_NMOS, HV_PMOS) dans le film semiconducteur
(FLM) ayant la deuxiéme épaisseur (E2) de la région haute tension
(HV_REG).

Procédé selon I’une des revendications précédentes, dans lequel la
deuxieme épaisseur (E2, E3) du film semiconducteur (FLM) dans la
région haute-tension (HV_REG) est suffisamment petite pour engendrer
un état complétement déserté dans toute I’épaisseur du film semi-
conducteur (FLM) en présence d’une région de canal dudit au moins un
transistor haute-tension (HV_NMOS, HV_PMOS).

Procédé selon I’une des revendications précédentes, dans lequel la
premicre épaisseur (E1) est inférieure ou égale a 7 nm et la deuxicme
épaisseur (E2) est comprise entre 20 nm et 25 nm.

Dispositif semiconducteur comprenant au moins un transistor haute-
tension (HV_NMOS, HV_PMOS) disposé dans et sur une région haute
tension (HV_REG) d’un substrat du type silicium sur isolant (SOI)
comportant un film semiconducteur (FLM), électriquement isolé d’un
substrat porteur (BLK) par une couche di€lectrique enterrée (BOX),
dans lequel le film semiconducteur (FLM) a une premiere épaisseur
(E1) dans une premiere région (LV_REG) différente de la région haute
tension et a une deuxieéme épaisseur (E2, E3) supérieure a la premiere
épaisseur (E1) dans la région haute-tension (HV_REG).

Dispositif semiconducteur selon la revendication 8, dans lequel ledit au
moins un transistor haute-tension (HV_NMOS, HV_PMOS) comporte
une région de grille (G) disposée sur le film semiconducteur (FLM)
ayant la deuxieme épaisseur (E2, E3) dans la région haute tension
(HV_REG), et des régions de conduction (S, D) formées dans le film se-
miconducteur (FLM) ayant la deuxieme épaisseur (E2, E3) dans la
région haute tension (HV_REG).

Dispositif semiconducteur selon 1’une des revendications 8 ou 9, dans
lequel la deuxieme €paisseur (E2, E3) du film semiconducteur (FLM)

dans la région haute-tension (HV_REG) est suffisamment petite pour
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engendrer un état complétement déserté dans toute 1’épaisseur du film
semiconducteur (FLM) en présence d’une région de canal dudit au
moins un transistor haute-tension (HV_NMOS, HV_PMOS).
Dispositif semiconducteur selon 1’une des revendications 8 a 10, dans
lequel la premiere épaisseur (E1) est inférieure ou égale a 7 nm et la

deuxieme épaisseur (E2) est comprise entre 20 nm et 25 nm.
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